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ダイヤモンドライクカーボン(DLC)は、sp2 炭素、sp3 炭素、

および水素で構成されるアモルファス材料である。その低摩

擦性、平坦性、化学不活性、さらには生体親和性などの特

長から、機械工具へのコーティング膜のみならず、ステントや

インプラントなどの生体内医療材料へのコーティング膜へも

幅広く適用範囲を広げている。このようなコーティング用途に

おける開発課題の一つに、DLC 膜が基材にもたらす応力が

ある。応力は、膜の基材との密着性や剥離などに対して影響

をもたらすため、その制御が望まれている。我々はこれまで、

独自の光電子制御プラズマ CVD (PA-PECVD)法を用いて

DLC 膜を成膜してきた。PA-PECVD は、放電開始トリガーの

初期電子に豊富な光電子を用いていることが特長である。放

電は紫外光照射部位に限定されて発生するため、放電電圧

と電流密度を精密に評価できる。今回我々は、定電流制御

によりその放電形態を光電子制御タウンゼント放電(PATD)か
ら同グロー(PAGD)へと段階的に変化させていくことで、放電

形態の膜応力への影響を調べた。 
Figure に、Si 基板上に設定定電流を変えて成膜した DLC

膜の触針段差計による表面プロファイルを示す。電流値の

小さい Figure (a)と(b)では、上向きの圧縮応力が観測された。

ところが Figure (c)で設定電流を 150 μA/φ8 mm に上げると、

下向きの引張応力に変化し、Figure (d)に示す 200 μA/φ8 
mm にさらに上げてもその傾向は続いた。これら電流値は

PATDとPAGDの境界領域に位置しているため、放電形態の

変化が応力に大きく影響していることが示唆される。当日は

同試料のラマンスペクトル解析も踏まえて、これら DLC 膜の

化学構造変化と応力との関係を議論していく。 
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(a) 50 μA/φ8 mm
240 mC (1.33 h)
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(b) 100 μA/φ8 mm
480 mC (1.33 h)
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(c) 150 μA/φ8 mm
720 mC (1.33 h)
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(d) 200 μA/φ8 mm
960 mC (1.33 h)

Figure. Surface profiles by a stylus 

profiler of DLC/Si films synthesized 

under constant current regulations 

(bold lines) and their fitting curves 

(broken lines). The regulation currents 

are (a) 50, (b) 100, (c) 150, and (d) 200 

μA/φ8 mm. 
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